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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の支持体に載せられた第１グリーンシートの所定部分を打ち抜く工程と、
　前記支持体に載せられた第１グリーンシートに第２グリーンシートを重ねて仮接着する
工程と、
　前記第２グリーンシートを前記支持体に載せられた第１グリーンシートの打ち抜き部分
に嵌め込んで異材質複合グリーンシートを形成する工程と、
　前記支持体に載せられた第１グリーンシートの表面に仮接着された前記第２グリーンシ
ートを剥がす工程と、
　前記支持体に載せられた第１グリーンシートから前記支持体を剥がす工程と、
　前記異材質複合グリーンシートを複数重ねてプレスしてグリーンシート積層体を成形す
る工程と、
　前記グリーンシート積層体を焼成する工程と、を有することを特徴とする多層セラミッ
ク基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第１グリーンシートの表面に仮接着された前記第２グリーンシートを剥がす工程の
後に、前記異材質複合グリーンシートを打ち抜き孔の無い支持体に接着させる工程を有す
ることを特徴とする請求項１記載の多層セラミック基板の製造方法。
【請求項３】
　前記第１グリーンシート又は前記第２グリーンシートのいずれか一方若しくはその両方
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にビアホールを形成する工程を有することを特徴とする請求項１又は２記載の多層セラミ
ック基板の製造方法。
【請求項４】
　前記異材質複合グリーンシートに導体ペーストを印刷する工程を有することを特徴とす
る請求項１、２又は３記載の多層セラミック基板の製造方法。
【請求項５】
　前記異材質複合グリーンシートに導体ペーストを印刷する工程において、前記第１グリ
ーンシートと前記第２グリーンシートとの境界をまたがって導体ペーストを印刷すること
を特徴とする請求項４記載の多層セラミック基板の製造方法。
【請求項６】
　前記グリーンシート積層体を形成したときに、前記第２グリーンシート同士が積層方向
の上下で重なる部分を有するように前記第１グリーンシートの打ち抜き部分をあわせ、該
打ち抜き部分に嵌め込まれた前記第２グリーンシートの表面に導体ペーストを印刷し、前
記第２グリーンシート同士の層間に内部導体層を介在させたことを特徴とする請求項１、
２、３、４又は５記載の多層セラミック基板の製造方法。
【請求項７】
　前記第１グリーンシートと前記第２グリーンシートとは、焼成後に誘電率が異なる材料
で形成していることを特徴とする請求項１、２、３、４、５又は６記載の多層セラミック
基板の製造方法。
【請求項８】
　前記第１グリーンシートと前記第２グリーンシートとは、厚みが同じであることを特徴
とする請求項１、２、３、４、５、６又は７記載の多層セラミック基板の製造方法。
【請求項９】
　前記第１グリーンシートと前記第２グリーンシートとは、同程度のプレス圧縮率及び焼
成縮率を有することを特徴とする請求項１、２、３、４、５、６、７又は８記載の多層セ
ラミック基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、互いに異なる電気的特性および／または物理的特性を有する複数のセラミッ
ク材料を組み合わせることによって構成される多層セラミック基板およびその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　多層セラミック基板は、複数のセラミック層からなり、各セラミック層間には、それら
の界面に沿うように配線導体が形成されている。通常、多層セラミック基板は、多機能化
、多性能化のために、互いに異なる電気的特性や物理的特性を有する複数種類のセラミッ
ク材料のグリーンシートを積層し、得られた複合積層体を同時に焼成して製造されている
。これは、多層セラミック基板の内部に、コンデンサやインダクタなどのように異なる誘
電率特性などが要求される電子素子を一体に作り込むためである。
【０００３】
　このような多層セラミック基板を得るため、従来、次のような手段が提案されていた。
（１）互いに異なる電気的特性を与えるセラミック材料をそれぞれ含む複数種類のセラミ
ック層を積層する方法。例えば、互いに異なる誘電率を有する誘電体セラミック材料をそ
れぞれ含む複数種類のセラミック層と磁性体セラミック材料を含むセラミック層とを積層
するもの（例えば特許文献１を参照。）。
【０００４】
（２）焼成前のグリーンシートの積層体の内部に空間を形成し、この空間に、焼成前の成
形体ブロックを嵌め込み、その後に成形体ブロックとグリーンシートの積層体を同時に焼
成する方法（例えば特許文献２～５を参照。）。
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【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１４４４３８号公報
【特許文献２】特開昭６１－２８８４９８号公報
【特許文献３】特許第３３２２１９９号公報
【特許文献４】特開平１１－１６３５３０号公報
【特許文献５】特開平１１－８７９１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載された技術では、誘電体が基板内部に層状に配置されるため
、設計の自由度が低い。また、誘電率に適合した素子を各層の主面方向に形成するため、
層の厚みを十分に確保しなければならず、多層セラミック基板全体の厚みが増してしまう
。
【０００７】
　また、特許文献２～５に記載された技術では、それぞれの部材が基板の厚み方向でしか
接続できないため設計の自由度が低い。また、積層体内部の空間に成形体ブロックを精度
良く挿入することが困難である。さらにそれぞれの部材間に空隙が生じ易く、信頼性に欠
ける。また、積層体と成形ブロックの積層方向が９０度異なるため、積層体の空間寸法と
成形体ブロック寸法を調整する事が難しく、またその為の不必要なスペースが必要になる
。
【０００８】
　そこで本発明の目的は、（１）異なる誘電体をシート主面方向に電気的に接続し、設計
の自由度が高く、コンパクトである、（２）特許文献１の層状構造に比較して必要部位の
みに、必要なサイズで誘電体を形成し、組み合わせる誘電体の材料物性（焼成縮率、熱膨
張係数）の制限が緩和されている、（３）異なる誘電体が所定の部位に精度良く嵌められ
ている、という特徴を有する多層セラミック基板を提供することである。また、上記特徴
を有する多層セラミック基板の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、設計の自由度を高めるため、異なる誘電体をシート主面方向に電気的に
接続する構成を鋭意検討した結果、グリーンシートの所定箇所に、該グリーンシートとは
異なる材質で形成された別のグリーンシートを嵌め込んで異材質複合グリーンシートを形
成し、この異材質複合グリーンシートを積層、焼成することで上記目的が達成できること
を見出し、本発明を完成させた。すなわち、本発明に係る多層セラミック基板の製造方法
によって得られる多層セラミック基板は、第１セラミック基板に設けた貫通孔に第２セラ
ミック基板を嵌め込んで表裏面を平坦とした異材質複合セラミック基板を含む複数枚のセ
ラミック基板が積層されて成り、前記異材質複合セラミック基板の界面のうち、前記第１
セラミック基板と前記第２セラミック基板との境界をまたがる部分に導体層を有すること
を特徴とする。積層された各セラミック基板の任意の箇所にインダクタ素子、コンデンサ
素子、ＬＣ複合回路素子、フィルター回路素子等の電子素子を一体に作り込むこと、及び
セラミック基板の主面方向に電子素子同士を結ぶ配線を制限されること無く配置すること
が可能であり、回路設計の自由度が高い。しかも、電子素子は必要且つ充分の大きさに設
計することが容易であるため、高密度の回路設計が可能であり、基板をコンパクトにする
ことができる。
【００１０】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法によって得られる多層セラミック基板では
、前記異材質複合セラミック基板同士を積層方向に上下に重ねると共に前記第２セラミッ
ク基板同士も重ね、且つ該第２セラミック基板同士の層間に内部導体層を介在させる場合
を含む。この内部導体層は、配線層や、作り込まれる素子の内部電極となる。
【００１１】
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　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法によって得られる多層セラミック基板では
、前記第１セラミック基板又は前記第２セラミック基板のいずれか一方若しくはその両方
にビアホールを有する場合を含む。第１セラミック基板は、ベースとなる基板であり、こ
こに設けられたビアホールは積層した基板同士の導通を確保して、立体的な回路を設ける
ことができる。もちろん第２セラミック基板にもビアホールを形成することができる。
【００１２】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法によって得られる多層セラミック基板では
、前記第１セラミック基板と前記第２セラミック基板とは、誘電率が異なる材料で形成さ
れている場合を含む。同一セラミック基板内にコンデンサ素子やインダクタ素子等の電子
素子を配置するものであり、積層方向に誘電率の異なるセラミック基板を重ねてこれらの
電子素子を形成する場合と比較して薄型化ができる。
【００１３】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法によって得られる多層セラミック基板では
、前記セラミック基板は、低温焼成（以下、ＬＴＣＣという）基板であることが好ましい
。ＬＴＣＣ基板は、内部に電子回路素子又は配線を有する多層基板とすることが容易で装
置の高密度化・小型化が可能である。
【００１４】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法は、シート状の支持体に載せられた第１グ
リーンシートの所定部分を打ち抜く工程と、前記支持体に載せられた第１グリーンシート
に第２グリーンシートを重ねて仮接着する工程と、前記第２グリーンシートを前記支持体
に載せられた第１グリーンシートの打ち抜き部分に嵌め込んで異材質複合グリーンシート
を形成する工程と、前記支持体に載せられた第１グリーンシートの表面に仮接着された前
記第２グリーンシートを剥がす工程と、前記支持体に載せられた第１グリーンシートから
前記支持体を剥がす工程と、前記異材質複合グリーンシートを複数重ねてプレスしてグリ
ーンシート積層体を成形する工程と、前記グリーンシート積層体を焼成する工程と、を有
することを特徴とする。上記工程を有することで、積層された各セラミック基板の任意の
箇所にコンデンサやインダクタ等の電子素子を一体に作り込むこと及びセラミック基板の
主面方向に電子素子同士を結ぶ配線を制限されること無く配置することが可能となる。し
たがって、回路設計の自由度が高く、高密度の回路設計が可能であり、基板をコンパクト
に製造することができる。
 
【００１５】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法では、前記第１グリーンシートの表面に仮
接着された前記第２グリーンシートを剥がす工程の後に、前記異材質複合グリーンシート
を打ち抜き孔の無い支持体に接着させる工程を有することが好ましい。異材質複合グリー
ンシートを打ち抜き孔の無い支持体に接着させることで、当該グリーンシートへのビアホ
ール形成や導体印刷を行なうことができる。
【００１６】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法では、前記第１グリーンシート又は前記第
２グリーンシートのいずれか一方若しくはその両方にビアホールを形成する工程を有する
場合を含む。第１グリーンシートへのビアホールの形成は、異材質複合グリーンシートの
うち第１グリーンシート部分に行なうか、或いは第２グリーンシートを嵌めこむ前の第１
グリーンシートに行なうか、のいずれであっても良い。第２グリーンシートへのビアホー
ルの形成は、異材質複合グリーンシートのうち第２グリーンシート部分に行なうか、或い
は第２グリーンシートを嵌めこむ前の第２グリーンシートに行なうか、のいずれであって
も良い。
【００１７】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法では、前記異材質複合グリーンシートに導
体ペーストを印刷する工程を有することが好ましい。ここで、前記第１グリーンシートと
前記第２グリーンシートとの境界をまたがって導体ペーストを印刷することがより好まし
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い。前記第１グリーンシートの所定箇所に前記第２グリーンシートを嵌め込んだ上で導体
ペーストを印刷するため、第１グリーンシートと第２グリーンシートとの境界をまたがっ
て導体ペーストを印刷することも可能であり、配線層の設計は極めて柔軟に設計できる。
第１グリーンシートと第２グリーンシートとの境界をまたがって導体ペーストを印刷する
ことにより、セラミック基板の所望の電子素子に電気的に接続が可能である。
【００１８】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法では、前記グリーンシート積層体を形成し
たときに、前記第２グリーンシート同士が積層方向の上下で重なる部分を有するように前
記第１グリーンシートの打ち抜き部分をあわせ、該打ち抜き部分に嵌め込まれた前記第２
グリーンシートの表面に導体ペーストを印刷し、前記第２グリーンシート同士の層間に内
部導体層を介在させる場合を含む。多層セラミック基板の内部に積層型コンデンサ素子を
配置することが可能である。
【００１９】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法では、前記第１グリーンシートと前記第２
グリーンシートとは、焼成後に誘電率が異なる材料で形成している場合を含む。同一セラ
ミック基板内にコンデンサ素子やインダクタ素子を形成するためである。
【００２０】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法では、前記第１グリーンシートと前記第２
グリーンシートとは、厚みが同じであることが好ましい。積層される各セラミック基板の
厚さは同一である必要性は無いが、各セラミック基板内では表面（界面）を平坦としたほ
うが層間剥離の発生を抑制できる。
【００２１】
　本発明に係る多層セラミック基板の製造方法では、前記第１グリーンシートと前記第２
グリーンシートとは、同程度のプレス圧縮率及び焼成縮率を有することが好ましい。剥離
やクラックの発生が抑制される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明では、異なる誘電体をシート主面方向に電気的に接続したので、回路設計の自由
度が高く、基板自体をコンパクト化できる。また、必要部位のみに、必要なサイズで誘電
体を形成し、焼成縮率や熱膨張係数の制限を受けず比較的自由に組み合わせる誘電体を選
択できる。さらに異なる誘電体が所定の部位に精度良く嵌められているため、剥離やクラ
ックの発生も抑制される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明に実施の形態を示して本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの記載
に限定して解釈されない。なお、図中、同一部材には同一符号を付している。まず、本実
施形態に係る多層セラミック基板の製造方法について説明する。図１に、本実施形態で使
用する異材質複合グリーンシートの製造プロセスを示す概略図を示した。
【００２４】
　図１（１）に示すように、ＰＥＴ（ポロエチレンテレフタレート）シート等の支持体２
に第１グリーンシート１を形成する。例えば、誘電体ペーストとして、セラミック粉末と
有機ビヒクルを混合しスラリーを作り、ドクターブレード法等のシート成形法によりＰＥ
Ｔ（ポリエチレンテレフタレート）シート等の樹脂シート上に成膜し、グリーンシートを
得る。ガラスセラミック基板を得る場合には、セラミック粉末とガラス粉末と有機ビヒク
ルを混合しスラリーを使用する。有機ビヒクルとは、バインダを有機溶剤中に溶解したも
のであり、主としてテルピネオール、ブチルカルビトール、アセトン、トルエン、イソプ
ロピルアルコール等の溶媒、エチルセルロース、ポリビニルブチラール等のバインダ、ジ
－ｎ－ブチルフタレート等の可塑剤で構成される。その他、解こう剤、湿潤剤等を入れて
も良い。有機ビヒクルの含有量は、特に限定されず、通常の含有量、たとえば、バインダ
は１～５重量％、溶剤は１０～５０重量％とすればよい。
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【００２５】
　有機ビヒクルを含有する上記有機系塗料のほか、水に水溶性バインダ、分散剤等を溶解
させた水溶系塗料であっても良い。ここで、水溶系バインダは、特に限定されず、ポリビ
ニルアルコール、セルロース、水溶性アクリル樹脂、エマルジョン等から適宜選択すれば
よい。
【００２６】
　誘電体ペーストの誘電体原料には、誘電体磁器組成物の組成に応じ、主成分と副成分と
を構成する原料が用いられる。なお、原料形態は、特に限定されず、主成分及び副成分を
構成する酸化物及び／又は焼成により酸化物となる化合物が用いられ、それらの原料は、
液相合成法或いは固相法のいずれから得られた粉末であっても良い。なお、焼成により酸
化物になる化合物としては、例えば炭酸塩、硝酸塩、シュウ酸塩、有機金属化合物等が例
示される。もちろん、酸化物と、焼成により酸化物になる化合物とを併用してもよい。誘
電体原料中の各化合物の含有量は、焼成後に上記した誘電体磁器組成物の組成となるよう
に決定すればよい。
【００２７】
　ＬＴＣＣ基板であるガラスセラミック基板を作製する場合には、ガラス成分とセラミッ
ク成分は目的とする比誘電率や焼成温度に基づいて適宜選択すればよく、１０００℃以下
で焼成して得たアルミナ（結晶相）と酸化ケイ素（ガラス相）からなる基板が例示できる
。その他、セラミックス成分として、マグネシア、スピネル、シリカ、ムライト、フォル
ステライト、ステアタイト、コージェライト、ストロンチウム長石、石英、ケイ酸亜鉛、
ジルコニア、チタニア等を用いることができる。ガラス成分としては、ホウケイ酸ガラス
、ホウケイ酸バリウムガラス、ホウケイ酸ストロンチウムガラス、ホウケイ酸亜鉛ガラス
、ホウケイ酸カリウムガラス等を用いることができる。ガラス成分は６０～８０体積％と
し、骨材であるセラミックス成分を４０～２０体積％とすることが好ましい。ガラス成分
が上記の範囲を外れると複合組成物となりにくく、強度及び焼結性が低下するからである
。
【００２８】
　各第１グリーンシートの厚みは、焼成後に基板内に作り込まれる素子や配線などの用途
などによって決定され、一般的には、２０～２４５μｍである。たとえば、インダクタ素
子を多数作り込みたい用途の場合には、第１グリーンシートの厚みは薄くすることが好ま
しい。また、Ｑ値の高い配線を形成する場合や放熱用ビアホールを形成する場合には、第
１グリーンシートの厚みは厚くすることが好ましい。第１グリーンシートの積層枚数は、
特に制限されないが、４～５０枚である。
【００２９】
　次に図１（２）に示すように、第１グリーンシート１の所定の打ち抜き部分３を支持体
２につけたままの状態で、パンチャー４で打ち抜き加工をする。所定の打ち抜き部分３の
形状は、金型５の形状により決定される。
【００３０】
　次に図１（３）に示すように、第１グリーンシートと同様の方法で、ＰＥＴシート等の
支持体２上に第２グリーンシート６を形成する。ここで第２グリーンシート６は、第１グ
リーンシート１と比較して、焼成後に誘電率が異なる材料で形成することが好ましい。第
２グリーンシート６の誘電率は、形成するコンデンサ素子やインダクタ素子の特性に応じ
て適宜選択する。ただし、第１グリーンシート１と第２グリーンシート６とは、最終的に
平坦な異材質複合グリーンシート７を形成するため、厚みを同一とすることが好ましい。
さらに、第１グリーンシート１と第２グリーンシート６とは、同程度のプレス圧縮率及び
焼成縮率を有するように、誘電ペーストの組成を調製することが好ましい。これらの特性
を満足する組合せとしては、例えば以下に示す材料組成の組合せが例示される。
【００３１】
　例えば第１グリーンシートの誘電体原料の組成が、酸化アルミニウム系誘電体原料（Ａ
１２Ｏ３－ガラス（ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ａ１２Ｏ３－ＭｇＯ－ＣａＯ－ＳｒＯ））であ
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る場合には、第２グリーンシートの誘電体原料の組成は、次に示す組成であることが好ま
しい。すなわち、酸化アルミニウム－酸化チタン系誘電体原料（Ａ１２Ｏ３－ＴｉＯ２－
ガラス（ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ａ１２Ｏ３－ＭｇＯ－ＣａＯ－ＳｒＯ）、酸化アルミニウ
ム－酸化チタン－酸化ストロンチウム系誘電体原料（ＳｉＯ２－Ａ１２Ｏ３－Ｌａ２Ｏ３

－Ｂ２Ｏ３－ＴｉＯ２－Ｂｉ２Ｏ３－Ｎｄ２Ｏ３－ＳｒＯ）などが好ましい。
【００３２】
　次に図１（４）に示すように、支持体２から第２グリーンシート６を剥離させる。
【００３３】
　次に図１（５）に示すように、剥離した第２グリーンシート６を打ち抜き加工した第１
グリーンシート１上に重ねて仮接着する。接着は圧着で行なうことが好ましい。仮圧着の
条件は、特に限定されないが、好ましくは圧着の圧力が３～５ＭＰａで、その加熱温度は
３５～８０℃であり、圧着時間は０．１～１．０秒である。
【００３４】
　次に図１（６）に示すように、パンチャー４の金型５への挿入程度を調整し、第２グリ
ーンシート６を打ち抜き加工すると共に第１グリーンシート１の打ち抜き部分３に、打ち
抜いた第２グリーンシート６ｂを嵌め込む。第１グリーンシート１、第２グリーンシート
６及びパンチャー４、金型５との位置関係を合わせることで、打ち抜いた第２グリーンシ
ート６ｂを第１グリーンシート１の打ち抜き部分３に高精度に嵌め込むことが可能である
。
【００３５】
　次に図１（７）及び（８）に示すように、打ち抜き加工した後の第２グリーンシート６
ａを第１グリーンシート１から剥がし取る。さらに、図１（９）に示すように、異材質複
合グリーンシート７から支持体２を剥がし取る。これにより、打ち抜いた第２グリーンシ
ート６ｂを第１グリーンシート１の打ち抜き部分３に高精度に嵌め込んだ異材質複合グリ
ーンシート７が得られる。
【００３６】
　本実施形態で使用するグリーンシートは、導体ペーストの印刷のために、第１グリーン
シート１の表面に仮接着された第２グリーンシート６ａを剥がす工程の後に、打ち抜き孔
の無い支持体８に接着させる工程を有することが好ましい。すなわち、図１（１０）に示
すように、穴の開いていない新たなＰＥＴシート等の支持体８を準備し、異材質複合グリ
ーンシート７を接着する。接着は圧着で行なうことが好ましい。圧着の条件は、特に限定
されないが、好ましくは圧着の圧力が５～８ＭＰａで、その加熱温度は５０～１００℃で
あり、圧着時間は３．０～８．０秒である。
【００３７】
　図１（１１）に示すように導体ペーストの印刷の前に、支持体８上に接着した異材質複
合グリーンシート７の第１グリーンシート側又は第２グリーンシート側のいずれか一方若
しくは両方にビアホール９を形成する工程を入れても良い。なお、第１グリーンシートへ
のビアホール９の形成は、異材質複合グリーンシート７の形成後に限られず、例えば第１
グリーンシートの形成後（図１（１）或いは（２）の後）に行なっても良い。第２グリー
ンシートへのビアホールの形成は、異材質複合グリーンシート７の形成後に限られず、例
えば第２グリーンシートの形成後（図１（３）の後）に行なっても良い。
【００３８】
　次に図１（１２）に示すように異材質複合グリーンシート７の表面及びビアホール９内
導体ペーストを印刷し、導体層１１やビア１０を形成する。異材質複合グリーンシート７
を形成した後に導体ペーストを印刷するため、第１グリーンシート１及びこれに嵌めこん
だ第２グリーンシート６ｂのいずれの表面上にも印刷が可能である。しかも、第１グリー
ンシート１と第２グリーンシート６ｂとの境界をまたがって導体ペーストを印刷すること
も可能である。したがって、異材質複合グリーンシート７における第２グリーンシートの
嵌めこみ位置に関係なく、自由に配線層や電極のパターンを印刷できる。
【００３９】
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　導体ペーストは、Ａｇ、Ａｇ-Ｐｄ合金、Ｃｕ、Ｎｉ等の各種導電性金属や合金からな
る導電材料と上述した有機ビヒクルとを混練して調製される。有機ビヒクルの含有量は、
特に限定されず、通常の含有量、例えば、バインダは１～５重量％、溶剤は１０～５０重
量％とすればよい。また、各ペースト中には必要に応じて各種分散剤、可塑剤等から選択
される添加物が含有されても良い。
【００４０】
　その後、異材質複合グリーンシート７から支持体８を剥がし取る（不図示）。
【００４１】
　以上の工程により、異材質複合グリーンシートが形成される。次に異材質複合グリーン
シートを複数重ねて積層方向に本加圧してグリーンシート積層体を成形する。本加圧の圧
力は、特に限定されないが好ましくは４０～１００ＭＰａであり、その加熱温度は３５～
８０℃である。
【００４２】
　その後に脱バイング処理及び焼成処理され、図２に示す焼成後の多層セラミンク基板１
００が得られる。図２は、本実施形態に係る多層セラミンク基板の一形態を示す概略断面
図である。
【００４３】
　焼成温度は、グリーンシートの材質などにより決定され特に限定されないが、一般的に
は、８５０～１０００℃である。また、焼成雰囲気は、導体ペースト中の導電材の種類に
応じて適宜決定すればよいが、導電材としてＣｕ、Ｎｉ、Ｃｕ合金、Ｎｉ合金等の卑金属
を用いる場合には、還元雰囲気とすることが好ましく、焼成雰囲気の酸素分圧を、好まし
くは１０－１０～１０－３Ｐａとし、より好ましくは１０－７～１０－３Ｐａとする。焼
成時の酸索分圧が低すぎると内部電極の導電材が異常焼結を起こして途切れてしまう傾向
にあり、酸素分圧が高すぎると内部電極が酸化される傾向にある。
【００４４】
　その後に、多層セラミック基板１００の表面に回路パターン３８や端子３３を印刷する
。なお、回路パターンの印刷は、多層セラミック基板１００を焼成する前に行っても良い
。
【００４５】
　多層セラミンク基板１００は、基板内に誘電体層３１やこれと異なる誘電体層３５を所
望の位置、大きさに形成することが可能であり、各セラミック基板の主面方向への電気的
な接続３９も容易に形成できる。また、従来どおり導電性スルーホール３４の形成も容易
である。
【００４６】
　なお、多層セラミック基板内に積層型コンデンサを形成する場合には次のプロセスを行
なう。すなわちグリーンシート積層体を形成したときに、第２グリーンシート同士が積層
方向の上下で重なる部分を有するように第１グリーンシートの打ち抜き部分を合わせる。
この打ち抜き部分に嵌め込まれた第２グリーンシートの表面に導体ペーストを印刷する。
これによって、多層セラミック基板としたときに第２グリーンシート同士の層間に内部導
体層が介在され、積層型コンデンサが形成できる。なお、内部電極層は、異材質複合グリ
ーンシート７における第２グリーンシートの嵌めこみ位置に関係なく、自由に配線層や電
極のパターンを印刷できるため、内部電極層同士の電気的接続は容易である。
【００４７】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々に改変
することができる。
【００４８】
　例えば、上記の実施形態では、第２グリーンシートと第１グリーンシートの厚さを同一
とした場合を説明したが、図２に示したように、第２グリーンシートの厚さを第１グリー
ンシートの厚さの２分の１として２枚重ねとし、その層間に内部導体層３７を設けても良
い。
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【実施例】
【００４９】
（実施例１）
【００５０】
　図３に示すコンデンサ素子を有する多層セラミック基板を形成し、静電容量とＩＲを測
定した。第１グリーンシートの焼成層２１は、焼成後、誘電率εが７．３となる組成（Ｓ
ｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ａ１２Ｏ３－ＭｇＯ－ＣａＯ－ＳｒＯ）とし、第２グリーンシートの
焼成層２２は、焼成後、誘電率εが２１．１となる組成（ＳｉＯ２－Ａ１２Ｏ３－Ｌａ２

Ｏ３－Ｂ２Ｏ３－ＢａＯ－ＴｉＯ２－Ｂｉ２Ｏ３－Ｎｄ２Ｏ３－ＳｒＯ）とした。第１グ
リーンシートに嵌めこんだ第２グリーンシートの焼成後の寸法は２．５７ｍｍ×２．５７
ｍｍ×４０μｍとし、内部電極２４の大きさは２．１３ｍｍ×２．１３ｍｍとした。外電
極は２３である。これを実施例１とした。
（実施例２）
【００５１】
　同様に第１グリーンシートの焼成層２１は、焼成後、誘電率εが５．９となる組成（Ｂ
ａＯ－Ａ１２Ｏ３－ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３）とし、第２グリーンシートの焼成層２２は、焼
成後、誘電率εが７２．３となる組成（ＢａＯ－Ｎｄ２Ｏ３－ＴｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ｃａ
Ｏ－ＺｎＯ）とした。第１グリーンシート２１に嵌めこんだ第２グリーンシート２２の焼
成後の寸法は２．５７ｍｍ×２．５７ｍｍ×４０μｍとし、内部電極２４の大きさは１．
７１ｍｍ×１．７１ｍｍとした。これを実施例２とした。
【００５２】
　実施例１について、容量測定周波数１ｋＨｚ、ＩＲ測定印加電圧を１０Ｖとしてコンデ
ンサ容量と絶縁抵抗との関係を図４に示した。実施例２について、容量測定周波数１ｋＨ
ｚ、ＩＲ測定印加電圧を１０Ｖとしてコンデンサ容量と絶縁抵抗との関係を図５に示した
。図４及び図５を参照すると、図４の場合、１０１１Ω以上の絶縁抵抗値を有し、図５の
場合、１０９Ω以上の絶縁抵抗値を有しており、一定品質以上の特性を有していた。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本実施形態で使用する異材質複合グリーンシートの製造プロセスを示す概略図を
示した。
【図２】本実施形態に係る多層セラミンク基板の一形態を示す概略断面図を示した。
【図３】実施例で形成した多層セラミック基板の形態を示す概略断面図である。
【図４】実施例１について、容量測定周波数１ｋＨｚ、ＩＲ測定印加電圧を１０Ｖとした
ときのコンデンサ容量と絶縁抵抗との関係を示した。
【図５】実施例２について、容量測定周波数１ｋＨｚ、ＩＲ測定印加電圧を１０Ｖとした
ときのコンデンサ容量と絶縁抵抗との関係を示した。
【符号の説明】
【００５４】
１，８　第１グリーンシート
２　支持体
３　打ち抜き部分
４　パンチャー（打ち抜き加工機）
５　金型
６　第２グリーンシート
６ａ　第２グリーンシート（打ち抜き部分の残り部分）
６ｂ　第２グリーンシート（打ち抜き部分）
７　異材質複合グリーンシート
９　ビアホール
１０　ビア
１１　電極
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１２　異材質複合グリーンシート（導体ペースト印刷後）
２１，３０　第１グリーンシートの焼成層
２２，３１，３５　第２グリーンシートの焼成層
２３，３６　導体層（外電極層）
２４，３７　内部導体層
３２　配線層
３３　端子
３４　スルーホール
１００，２００　多層セラミック基板

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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